附件1：        

成都年会确定的2008～2009年国家标准制（修）订计划项目

	序号
	标准名称
	标准类别
	制定或修订
	完成年限
	技术归口单位
	负责起草单位
	采用国际或国外先进标准
	代替标准

	1 
	硅片切口尺寸的测试方法
	方法
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	万向硅峰电子股份有限公司
	等同采用，SEMI MF1152-0305《硅片切口尺寸的测试方法》
	

	2 
	太阳能电池用硅单晶切割片
	产品
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	万向硅峰电子股份有限公司
	-
	-

	3 
	退火硅片详细规范指南
	产品
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	万向硅峰电子股份有限公司、洛阳单晶硅有限责任公司
	等同采用，SEMI M57-0706退火硅片详细规范指南
	

	4 
	硅晶片上浅腐蚀坑检测的测试方法
	方法
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	洛阳单晶硅有限责任公司
	等同采用，SEMI.MF.1049-0304硅晶片上浅腐蚀坑检测的测试方法
	

	5 
	用微波反射非接触光电导衰减方法测试硅单晶载流子复合寿命（μ-PCD）
	方法
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	洛阳单晶硅有限责任公司，有研半导体材料股份有限公司
	等同采用，SEMI.MF.1535-0707用微波反射非接触光电导衰减方法测试硅单晶载流子复合寿命（μ-PCD）
	

	6 
	硅单晶抛光试验片规范
	产品
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	宁波立立电子股份有限公司
	等同采用，SEMI M8-0306硅单晶抛光试验片规范
	

	7 
	硅晶片薄膜的不均匀性判定规程
	方法
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	宁波立立电子股份有限公司
	等同采用，SEMI MF1618-1104硅晶片薄膜的不均匀性判定规程
	

	8 
	埋层硅外延片规范
	产品
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	宁波立立电子股份有限公司
	等同采用，SEMI M61-0705埋层硅外延片规范
	

	9 
	用磨角和染色技术测定硅外延层或扩散层厚度的试验方法
	方法
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	宁波立立电子股份有限公司
	等同采用，SEMI MF110-1105用磨角和染色技术测定硅外延层或扩散层厚度的试验方法
	

	10 
	用椭圆对称法测量硅衬底上绝缘体厚度及折射指数的试验方法
	方法
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	宁波立立电子股份有限公司
	等同采用，SEMI MF576-0706用椭圆对称法测量硅衬底上绝缘体厚度及折射指数的试验方法
	

	11 
	测定硅片表面残留沾污的测定试验方法－X射线反射荧光分光谱（TXRF）法
	方法
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	有研半导体材料股份有限公司
	等同采用，SEMI M33-0998测定硅片表面残留沾污的测定试验方法－X射线反射荧光分光谱（TXRF）法
	

	12 
	硅片二维表面粗糙度测定指南
	方法
	制定
	2009
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	有研半导体材料股份有限公司
	等同采用，SEMI M40-0200硅片二维表面粗糙度测定指南
	


